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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月6日(2010.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に配置された外部接続端子と、
　前記半導体基板の表面に配置された内部回路領域と、
　前記内部回路領域に形成された内部素子をＥＳＤによる破壊から保護するために、前記
外部接続端子と前記内部回路領域との間に配置された、ドレイン領域とグランド電位に固
定されたゲート電極を有し、前記ドレイン領域より小さい前記外部端子が前記ドレイン領
域の上方に配置されており、チャネル領域を介してソース領域が前記ドレイン領域を取り
囲んでいるＥＳＤ保護用のＮ型ＭＯＳトランジスタと、
　前記外部接続端子と前記Ｎ型ＭＯＳトランジスタとを接続する第１の配線と前記外部端
子と前記内部回路領域とを接続する第２の配線とを有する半導体装置。
【請求項２】
　さらにシャロートレンチ分離構造を前記Ｎ型ＭＯＳトランジスタの周囲に有する請求項
１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記ドレイン領域の平面形状は、角部分が丸められた形状であることを特徴とする請求
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項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ドレイン領域の平面形状は、円形であることを特徴とする請求項１記載の半導体装
置。
【請求項５】
　前記第１の配線は前記ＥＳＤ保護用のＮ型ＭＯＳトランジスタのドレイン領域上に積層
された複数の配線層により形成されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記外部接続端子および前記第２の配線は高融点金属を含むメタル材料により形成され
ていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
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